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(54)【発明の名称】 アクティブマトリックス駆動型自発光表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  光に起因する薄膜トランジスタの活性層の劣
化を防止して、薄膜トランジスタの特性悪化の防止、さ
らには特性向上を図ることができるアクティブマトリッ
クス駆動型自発光表示装置及びその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】  基板上に、スイッチング用ＴＦＴと、電
流制御用ＴＦＴと、コンデンサと、信号線と、走査線
と、共通線と、前記電流制御用ＴＦＴを介して前記共通
線に接続された画素電極、少なくとも１層の発光層から
なるＥＬ層及び対向電極から構成されるＥＬ素子とを有
し、前記ＥＬ素子からの発光が前記スイッチング用ＴＦ
Ｔと電流制御用ＴＦＴとに達するのを防止するように遮
光層が設けられているアクティブマトリックス駆動型自
発光表示装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に、スイッチング用薄膜トランジ
スタと、電流制御用薄膜トランジスタと、コンデンサ
と、信号線と、走査線と、共通線と、前記電流制御用薄
膜トランジスタを介して前記共通線に接続された画素電
極、少なくとも１層の発光層からなるエレクトロルミネ
ッセンス層及び対向電極から構成されるエレクトロルミ
ネッセンス素子とを有し、
前記エレクトロルミネッセンス素子からの発光が前記ス
イッチング用薄膜トランジスタと電流制御用薄膜トラン
ジスタとに達するのを防止するように遮光層が設けられ
ていることを特徴とするアクティブマトリックス駆動型
自発光表示装置。
【請求項２】  遮光層が、少なくともエレクトロルミネ
ッセンス層中の発光層の発光波長を吸収又は反射し得る
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】  遮光層が、薄膜トランジスタの活性層と
ＥＬ素子との間であって、活性層を被覆する位置に設け
られている請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】  遮光層が、薄膜トランジスタの上部領域
及び／又はその外周領域を被覆する絶縁膜として形成さ
れてなる請求項１～３のいずれか１つに記載の表示装
置。
【請求項５】  遮光層が、薄膜トランジスタを構成する
ゲート絶縁膜として形成されてなる請求項１～４のいず
れか１つに記載の表示装置。
【請求項６】  遮光層が、薄膜トランジスタとエレクト
ロルミネッセンス層との間に配置される層間絶縁膜とし
て形成されてなる請求項１～５のいずれか１つに記載の
表示装置。
【請求項７】  遮光層が、画素電極として形成されてな
る請求項１～６のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項８】  遮光層が、黒色の無機絶縁膜により形成
されてなる請求項１～７のいずれか１つに記載の表示装
置。
【請求項９】  遮光層が、黒色顔料又は黒色染料を樹脂
に分散した層により形成されてなる請求項１～７のいず
れか１つに記載の表示装置。
【請求項１０】  遮光層が、さらに、外光が薄膜トラン
ジスタに達するのを防止するように設けられている請求
項１～９のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項１１】  遮光層が、薄膜トランジスタの下部領
域又は該下部領域とその外周領域とに配置されてなる請
求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】  基板が、セラミック基板、金属基板上
に絶縁物を被覆した基板又は金属基板の表面を絶縁処理
した基板である請求項１～１１記載のいずれか１つに記
載の表示装置。
【請求項１３】  絶縁膜、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜
の少なくとも１層が樹脂材料からなり、かつ薄膜トラン
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ジスタ及び／又は基板と前記樹脂材料からなる層との間
に無機絶縁膜が形成されている請求項３～１２のいずれ
か１つに記載の表示装置。
【請求項１４】  絶縁膜、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜
の少なくとも１層が樹脂材料からなり、かつ画素電極と
前記樹脂材料からなる層との間に無機絶縁膜が形成され
ている請求項３～１２のいずれか１つに記載の表示装
置。
【請求項１５】  エレクトロルミネッセンス層を構成す
る少なくとも１層の発光層を、蒸着法、レーザー転写法
又は印刷法で形成することを特徴とする請求項１～１４
のいずれか１つに記載のアクティブマトリックス駆動型
自発表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリッ
クス駆動型自発光表示装置及びその製造方法に関し、よ
り詳細には、薄膜トランジスタを利用したアクティブマ
トリックス駆動型自発光表示装置及びその製造方法に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、高度情報化に伴い、フラットパネ
ルディスプレイへのニーズが高まっている。この種の表
示素子としては、非自発光型の液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）、自発光型のプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）及び
無機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＩＯＥ
Ｌ）又は有機ＥＬエレクトロルミネッセンスディスプレ
イ（ＯＥＬ）のエレクトロルミネッセンス（以下「Ｅ
Ｌ」と記す）等が知られている。なかでも、有機ＥＬ素
子は、著しく進歩している。
【０００３】有機ＥＬディスプレイにおいては、単純マ
トリックス駆動によって動画表示を行う技術が知られて
いる（例えば、特開平２－３７３８５号公報、「有機Ｅ
Ｌ素子の残された重要課題と実用化戦略」、５５項
等）。しかし、上記の駆動方法では、線順次駆動を行う
ので、走査線数が数百本と多い場合には、必要とされる
瞬間輝度が数十万～数百万ｃｄ／ｍ2にも達してしま
い、以下のような問題があった。
（１）駆動電圧が高くなり、配線での電圧降下が大きく
なる。
（２）高輝度側の低発光効率の領域での駆動を強いられ
るため、消費電力が大きくなる。
【０００４】そこで、上記の問題を解決するため、薄膜
トランジスタを用いたアクティブマトリックス駆動を行
う有機ＥＬディスプレイが開発されている（例えば、特
開平７－１２２３６０号公報、特開平７－１２２３６１
号公報、特開平７－１５３５７６号公報、特開平８－２
４１０４７号公報、特開平８－２２７２７６号公報、
「有機ＥＬ素子の残された重要課題と実用化戦略」、６
２項、ＩＥＤＭ９８，８７５項等）。
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【０００５】このようなアクティブマトリックス駆動を
行う有機ＥＬディスプレイは、単純マトリックス駆動に
比べて、低電圧駆動が可能で、発光効率の高い領域での
駆動ができるため、消費電力が大幅に低減できるなどの
極めて優れた特徴がある。しかし、液晶ディスプレイに
比べ、有機ＥＬディスプレイの場合は、単位セルの駆動
のための薄膜トランジスタが２つ以上用いられているた
め、開口率が非常に悪くなる（特開平７－１１１３４１
号公報、ＳＩＤ９８、１１項等）。
【０００６】また、画素の開口率を向上する目的で、図
２７～２９又は図３０～３２等に示したように、電流制
御用薄膜トランジスタ２１２、あるいはスイッチング用
薄膜トランジスタ２１１及び電流制御用薄膜トランジス
タ２１２上にまで、絶縁膜１２を介して画素電極５、Ｅ
Ｌ層６及び対向電極７からなる有機ＥＬ素子８を配置
し、基板１の反対側から発光光を取り出す構造のものも
提案されている（例えば、特開平１０－１８９２５２号
公報）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、図２７～２９
及び図３０～３２のような、無機ＥＬ素子又は有機ＥＬ
素子のような自発光のＥＬ素子８と薄膜トランジスタと
を組み合わせた場合、通常、薄膜トランジスタの活性層
に用いられるアモルファスシリコン、ポリシリコン等の
半導体層９には光感応性があるため、ＥＬ素子８からの
発光光が活性層である半導体層９に入射されることによ
り、半導体層９としての特性が変化又は劣化し、リーク
電流（オフ電流）が増加する。ここで、スイッチング用
薄膜トランジスタのリーク電流が増加すると、コンデン
サに蓄積した電荷がスイッチング用薄膜トランジスタを
介して放電してしまい、画素を適切な時間発光させ続け
ることが不可能になり、画質が変化してしまう。また、
電流制御用薄膜トランジスタのリーク電流が増加する
と、ＥＬ素子に電流が流れつづけ、画素をオフにしたい
ときでもＥＬ素子が発光してしまい、クロストークが発
生してしまう。さらに、発光しないまでも、ＥＬ素子で
電力が消費されてしまい、パネルとしての消費電力が上
昇してしまう。
【０００８】本発明は、上記課題に鑑みなされたもので
あり、光に起因する薄膜トランジスタの活性層の劣化を
防止して、薄膜トランジスタの特性悪化の防止、さらに
は特性向上を図ることができるアクティブマトリックス
駆動型自発光表示装置及びその製造方法を提供すること
を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、基板上
に、スイッチング用薄膜トランジスタと、電流制御用薄
膜トランジスタと、コンデンサと、信号線と、走査線
と、共通線と、前記電流制御用薄膜トランジスタを介し
て前記共通線に接続された画素電極、少なくとも１層の
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発光層からなるエレクトロルミネッセンス層及び対向電
極から構成されるエレクトロルミネッセンス素子とを有
し、
【００１０】前記エレクトロルミネッセンス素子からの
発光が前記スイッチング用薄膜トランジスタと電流制御
用薄膜トランジスタとに達するのを防止するように遮光
層が設けられていることを特徴とするアクティブマトリ
ックス駆動型自発光表示装置が提供される。また、本発
明によれば、エレクトロルミネッセンス層を構成する少
なくとも１層の発光層を、蒸着法、レーザー転写法又は
印刷法で形成する上記アクティブマトリックス駆動型自
発表示装置の製造方法が提供される。
【００１１】
【発明の実施の形態】本発明のアクティブマトリックス
駆動型自発表示装置は、主として、基板と、その上に形
成されるスイッチング用薄膜トランジスタと、電流制御
用薄膜トランジスタと、コンデンサと、信号線と、走査
線と、共通線と、ＥＬ素子とから構成され、さらに、Ｅ
Ｌ素子からの発光が薄膜トランジスタに達するのを防止
する遮光層が設けられている。
【００１２】本発明の表示装置に使用することができる
基板としては、特に限定されるものではなく、例えば、
ガラス、石英等の無機材料；ポリエチレンテレフタレー
ト等のプラスチック、アルミナ等のセラミックス等から
なる絶縁性基板；アルミニウム、鉄等の金属基板にＳｉ
Ｏ
2
、有機絶縁材料等の絶縁物をコートした基板；アル

ミニウム等の金属基板の表面を陽極酸化等の方法で絶縁
化処理を施した基板等が挙げられる。これらは透明、半
透明、非透明、遮光性等のいずれの基板であってもよ
い。
【００１３】なお、低温プロセスで形成したポリシリコ
ンを用いた薄膜トランジスタを形成するためには、５０
０℃以下の温度で融解せず、かつ、歪みが生じない基板
がよい。また、高温プロセスで形成したポリシリコンを
用いた薄膜トランジスタを形成するためには、１０００
℃以下の温度で融解せず、かつ、歪みが生じない基板が
好ましい。
【００１４】特に、本発明の表示装置において、有機Ｅ
Ｌ素子からの発光を基板と逆側から取り出す場合には、
基板として、遮光性を兼ね備えた遮光性基板を用いても
よい。例えば、アルミナ等セラミック基板、金属基板に
絶縁物をコートしてある基板、金属基板の表面を酸化な
どの絶縁化処理を施した基板、ガラス、石英、プラスチ
ック等の透明基板の表面に遮光性絶縁物をコートしてあ
る基板等の遮光性基板等が挙げられる。これらの基板を
用いることにより、外光が前記薄膜トランジスタに入射
するのを妨げることが可能となる。
【００１５】本発明の表示装置におけるスイッチング用
及び電流制御用の薄膜トランジスタとして、公知の薄膜
トランジスタを用いることができる。具体的には、主と
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して、活性層、ゲート絶縁膜及びゲート電極とから構成
される薄膜トランジスタが挙げられる。薄膜トランジス
タの構造としては、特に限定されるものではなく、例え
ば、スタガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプレー
ナ型等が挙げられる。
【００１６】活性層としては、特に限定させるものでは
なく、例えば、非晶質シリコン、多結晶シリコン、微結
晶シリコン、セレン化カドミウム等の無機半導体材料又
はチオフエンオリゴマー、ポリ（ｐ－フェリレンビニレ
ン）等の有機半導体材料により形成することができる。
これらの活性層は、例えば、アモルファスシリコンをプ
ラズマＣＶＤ法により積層し、イオンドーピングする方
法；ＳｉＨ

4
ガスを用いてＬＰＣＶＤ法によりアモルフ

ァスシリコンを形成し、固相成長法によりアモルファス
シリコンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオン打
ち込み法によりイオンドーピングする方法；Ｓｉ

2
Ｈ
6
ガ

スを用いてＬＰＣＶＤ法により、また、ＳＩＨ
4
ガスを

用いてＰＥＣＶＤ法によりアモルファスシリコンを形成
し、エキシマレーザー等のレーザーによりアニールし、
アモルファスシリコンを結晶化してポリシリコンを得た
後、イオンドーピング法によりイオンドーピングする方
法（低温プロセス）；減圧ＣＶＤ法又はＬＰＣＶＤ法に
よりポリシリコンを積層し、１０００℃以上で熱酸化し
てゲート絶縁膜を形成し、その上にｎ+ポリシリコンの
ゲート電極を形成し、その後、イオン打ち込み法により
イオンドーピングする方法（高温プロセス）等が挙げら
れる。
【００１７】ゲート絶縁膜としては、通常、ゲート絶縁
膜として使用されているものを用いることができ、例え
ば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成されたＳ
ｉＯ

2
；ポリシリコン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ

2
等

を用いることができる。なお、後述するように、ゲート
絶縁膜が遮光層として機能する場合には、活性領域上か
らＥＬ素子が形成される基板上にわたって形成されるこ
とが好ましい。ゲート電極としては、通常、ゲート電極
として使用されているものを用いることができ、例え
ば、ポリシリコン；チタン、タンタル、タングステン等
の高融点金属のシリサイド；ポリサイド；アルミ、銅等
の金属等が挙げられる。
【００１８】本発明の薄膜トランジスタは、シングルゲ
ート構造、ダブルゲート構造、ゲート電極が３層以上の
マルチゲート構造であってもよい。また、ＬＤＤ構造、
オフセット構造を有していてもよい。なお、本発明で
は、１つの画素を駆動するためにスイッチング用薄膜ト
ランジスタと電流制御用薄膜トランジスタとの２つの薄
膜トランジスタが必要であるが、これらの薄膜トランジ
スタの電気的特性のばらつきを抑える目的等で、３つ以
上の薄膜トランジスタ、例えば、１画素に対して３つの
薄膜トランジスタ、１画素に対して４つの薄膜トランジ
スタを設けてもよい。

6
【００１９】本発明の表示装置におけるＥＬ素子として
は、公知のＥＬ素子を用いることができる。例えば、少
なくとも１層の発光層を有するＥＬ層、画素電極及び対
向電極から構成されるＥＬ素子が挙げられる。ＥＬ層と
しては、特に限定されるものではなく、例えば、
①発光層
②正孔輸送層／発光層
③発光層／電子輸送層
④正孔輸送層／発光層／電子輸送層
⑤正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層
⑥バッファー層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層等の
単層又は積層構造が挙げられる。
【００２０】発光層は、１層であってもよいし、多層構
造であってもよい。また、発光層に使用できる発光材料
としては、有機ＥＬ用の公知の発光材料が使用可能であ
る。例えば、低分子発光材料（例えば、４，４’－ビス
（２，２’－ジフェニルビニル）－ビフェニル（ＤＰＶ
Ｂｉ）等の芳香族ジメチリデン化合物、５－メチル－２
－［２－［４－（５－メチル－２－ベンゾオキサゾリ
ル）フェニル］ビニル］ベンゾオキサゾール等のオキサ
ジアゾール化合物、３－（４－ビフェニルイル）－４－
フェニル－５－ｔ－ブチルフェニル－１，２，４－トリ
アゾール（ＴＡＺ）等のトリアゾール誘導体、１，４－
ビス（２－メチルスチリル）ベンゼン等のスチリルベン
ゼン化合物、チオピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキ
ノン誘導体、ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導
体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体等の蛍
光性有機材料、アゾメチン亜鉛錯体、（８－ヒドロキシ
キノリナト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ

3
）等の蛍光性

有機金属化合物等）、高分子発光材料（例えば、ポリ
（２－デシルオキシ－１，４－フェニレン）（ＤＯ－Ｐ
ＰＰ）、ポリ［２，５－ビス－［２－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－ト
リエチルアンモニウム）エトキシ］－１，４－フェニル
－アルト－１，４－フェニルレン］ジブロマイド（ＰＰ
Ｐ－ＮＥｔ

3

+）、ポリ［２－（２’－エチルヘキシルオ
キシ）－５－メトキシ－１，４－フェニレンビニレン］
（ＭＥＨ－ＰＰＶ）、ポリ［５－メトキシ－（２－プロ
パノキシサルフォニド）－１，４－フェニレンビニレ
ン］（ＭＰＳ－ＰＰＶ）、ポリ［２，５－ビス－（ヘキ
シルオキシ）－１，４－フェニレン－（１－シアノビニ
レン）］（ＣＮ－ＰＰＶ）、ポリ（９，９－ジオクチル
フルオレン）（ＰＤＡＦ）等）、高分子発光材料の前駆
体（例えば、ＰＰＶ前駆体、ＰＮＶ前駆体、ＰＰＰ前駆
体等）等が挙げられる。また、発光層は、上記した発光
材料のみから構成されてもよいし、正孔輸送材料、電子
輸送材料、添加剤（ドナー、アクセプター等）又は発光
性のドーパント等が含有されていてもよいし、これらが
高分子材料又は無機材料中に分散されていてもよい。
【００２１】電荷輸送層は、１層であってもよいし、多
層構造であってもよい。また、電荷輸送層として使用で
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7
きる電荷輸送材料としては、有機ＥＬ用、有機光導電体
用の公知の電荷輸送材料が使用可能であるが、本発明は
特にこれらに限定されるものではない。例えば、電荷輸
送材料としては、正孔輸送材料（例えば、無機ｐ型半導
体材料、ポルフィリン化合物、Ｎ，Ｎ’－ビス－（３－
メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ビス－（フェニル）－ベ
ンジジン（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－
イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベンジジン（ＮＰＤ）
等の芳香族第三級アミン化合物、ヒドラゾン化合物、キ
ナクリドン化合物、スチリルアミン化合物等の低分子材
料、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、３，４－ポリエチレン
ジオキシチオフェン／ポリスチレンサルフォネイト（Ｐ
ＥＤＴ／ＰＳＳ）、ポリ［トリフェニルアミン誘導体］
（Ｐｏｌｙ－ＴＰＤ）、ポリビニルカルバゾール（ＰＶ
Ｃｚ）等の高分子材料、ポリ（ｐ－フェニレンビニレ
ン）前駆体（Ｐｒｅ－ＰＰＶ）、ポリ（ｐ－ナフタレン
ビニレン）前駆体（Ｐｒｅ－ＰＮＶ）等の高分子材料前
駆体等）、電子輸送材料（例えば、無機ｎ型半導体材
料、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、チ
オピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキノン誘導体、ナ
フトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、ジフェノキ
ノン誘導体、フルオレノン誘導体などの低分子材料、ポ
リ［オキサジアゾール誘導体］（Ｐｏｌｙ－ＯＸＺ）等
の高分子材料等）等が挙げられる。また電荷輸送層は、
上記した電荷輸送材料のみから構成されてもよいし、添
加剤等を含有してもよいし、前記電荷輸送材料が高分子
材料又は無機材料中に分散されていてもよい。
【００２２】発光層及び／又は電荷輸送層は、スピンコ
ーティング法、ディッピング法、ドクターブレード法等
の塗布法、インクジェット法、スクリーン印刷法等の印
刷法等のウエットプロセス又は蒸着法、真空蒸着法、レ
ーザー転写法（特開平１１－２６０５４９号公報）等の
ドライプロセスで形成することができる。
【００２３】画素電極としては、特に限定されるもので
はなく、例えば、通常の従来の電極材料を用いることが
でき、通常、対向電極と対で、陽極又は陰極として用い
ることができる。例えば、陽極としては、仕事関数が高
い（Ａｕ、Ｐｔ、Ｎｉ等）又は透明電極（ＩＴＯ、ＩＤ
ＩＸＯ、ＳｎＯ

2
等）を用いることができる。陰極とし

ては仕事関数の低い金属（Ｃａ、Ａｌ、Ｍｇ：Ａｇ合
金、Ｌｉ：Ａｌ合金）又は薄膜の絶縁層と金属電極を組
み合わせたもの（ＬｉＦ／Ａｌ等）を用いることができ
る。画素電極は、ＥＢ、スパッタ、抵抗加熱蒸着法又は
レーザー転写法等で形成することができる。また、フォ
トリソグラフ法等によりパターン化を行ってもよい。
【００２４】画素電極は、画素電極側から発光を取り出
す場合には、透明電極を用いることが好ましい。一方、
画素電極側から発光を取り出さない場合には、遮光性を
兼ね備えた遮光性画素電極５１を用いることが好まし
い。また、従来の画素電極と本発明の遮光性画素電極と

8
を組み合わせてもよい。ここで、遮光性画素電極として
は、例えば、タンタル、炭素等の黒色電極、アルミニウ
ム、銀、アルミニウム－リチウム合金等の反射電極等が
挙げられる。
【００２５】画素電極の膜厚は特に限定されるものでは
なく、表示装置の大きさ、性能、画素電極の材料等に応
じて適宜調整することができる。特に、画素電極を遮光
性画素電極として用いる場合には、十分な遮光性効果を
得ることを考慮すると、１００ｎｍ以上、さらに２００
ｎｍ以上の膜厚であることが好ましい。
【００２６】対向電極は、上記したように、画素電極と
対で、陽極もしくは陰極として用いることができる。つ
まり、対向電極を陽極として用いた場合は、画素電極は
陰極となり、対向電極を陰極として用いた場合には、画
素電極が陽極となる。また、対向電極側から発光を取り
出す場合には、対向電極として透明電極を用いることが
好ましい。対向電極は、ＥＢ、スパッタ、抵抗加熱蒸着
法等で形成することが可能であるが、ＥＬ層への熱的ダ
メージを考慮すると、抵抗加熱蒸着法、レーザー転写法
又はＤ．Ｃ．リアクティブスパッタ法が好ましい。
【００２７】本発明の表示装置におけるＥＬ素子は、さ
らに偏光板、封止膜又は封止基板等を備えていてもよ
い。偏光板としては、従来の直線偏光板と１／４λ板を
組み合わせたものであればよい。これにより、コントラ
ストを向上させることが可能である。封止膜又は封止基
板としては、従来から表示装置等の封止に用いられる材
料、封止方法を用いることが可能である。例えば、窒素
ガス、アルゴンガス等の不活性ガスをガラス、金属等で
封止する方法、さらに不活性ガス中に酸化バリウム等の
吸湿剤等を混入する方法等が挙げられる。また、対向電
極上に樹脂を直接スピンコート又は貼り合わせて封止膜
としてもよい。これにより、外部からの酸素、水分が素
子内に混入するのを防止することが可能となり、寿命の
向上に有効となる。
【００２８】本発明の表示装置は、薄膜トランジスタ、
コンデンサ、配線（信号線、走査線、共通線等）がＥＬ
素子を動作させることができるように接続されていれ
ば、その接続方法はどのように行われていてもよい。例
えば、１画素のＥＬ素子を１つ又は２つの薄膜トランジ
スタのみで駆動し得るように、１つの薄膜トランジスタ
と１つのコンデンサとで駆動し得るように接続されてい
てもよいが、少なくとも２つの薄膜トランジスタと１つ
のコンデンサとで駆動し得るように接続されていること
が好ましい。また、３以上の複数個の薄膜トランジスタ
と１つのコンデンサで駆動し得るように接続されていて
もよいし、２つ以上の薄膜トランジスタに２以上のコン
デンサが組み合わせられていてもよい。具体的には、基
板上に薄膜トランジスタが形成され、薄膜トランジスタ
を覆うように層間絶縁膜が形成され、さらに、薄膜トラ
ンジスタ上から基板上にわたって画素電極、ＥＬ層及び
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9
対向電極から構成されるＥＬ素子が形成され、薄膜トラ
ンジスタのドレイン領域の上の層間絶縁膜にコンタクト
ホールが形成され、このコンタクトホールを介して薄膜
トランジスタと画素電極とが電気的に接続される方法が
挙げられる。
【００２９】本発明の表示装置においては、エレクトロ
ルミネッセンス素子からの発光が薄膜トランジスタに達
するのを防止するように遮光層が設けられている。ここ
で、発光が薄膜トランジスタに達するのを防止するよう
に設けられているとは、そのような特性を有する材料を
用い、そのように機能する位置に、そのような機能を有
するサイズ又は形状で形成することを意味する。
【００３０】例えば、遮光層は、ＥＬ層における発光層
の発光波長を吸収又は反射し得る層であることが好まし
い。なお、吸収又は反射には、光の干渉（例えば、適切
な膜厚の絶縁膜をアモルファスシリコン、ポリシリコン
等で挟みアモルファスシリコン、ポリシリコン間で起こ
る干渉等）を利用して、結果的に吸収又は反射し得る層
であってもよい。吸収及び反射の程度は、大きいほど好
ましく、例えば、５０％程度以上、７０％程度以上、９
０％程度以上等が挙げられるが、本発明には、数％以上
程度の光の吸収及び反射が実現できる場合も含まれる。
特に、発光層の発光ピークの波長での透過率が３０％程
度以下、２０％程度以下、さらに１０％程度以下となる
ような層であることが好ましい。これにより、薄膜トラ
ンジスタ中の半導体層の特性の変化、劣化を効果的に抑
制することが可能となる。また、遮光層は、ＥＬ素子に
おける発光層から薄膜トランジスタ中の半導体層に入射
してくる光路上又はＥＬ素子における発光層からの発光
が画素電極又は対向電極に反射して薄膜トランジスタ中
の半導体層に入射してくる光路上等に設けることが適当
である。
【００３１】具体的には、遮光層は、薄膜トランジスタ
の活性層とＥＬ素子との間であって、活性層を被覆する
位置に形成することが挙げられ、例えば、薄膜トランジ
スタ（活性層）の上部領域及び／又はその外周領域を被
覆する絶縁膜、薄膜トランジスタを構成するゲート絶縁
膜、薄膜トランジスタとエレクトロルミネッセンス層と
の間に配置される層間絶縁膜又は画素電極として形成す
ることができる。これら遮光層は２種以上組み合わせて
もよい。
【００３２】絶縁膜、ゲート絶縁膜又は層間絶縁膜を遮
光層として形成する場合には、黒色の無機絶縁膜、黒色
顔料又は黒色染料を樹脂に分散した層により形成するこ
とが適当である。ここで、黒色の無機絶縁膜としては、
例えば、ブラックマトリックス材料、Ｎｉ

x
Ｚｎ

y
Ｆｅ

2

Ｏ
4
等が挙げられる。また、黒色顔料又は黒色染料を樹

脂に分散した層としては、例えば、カーボンブラック、
フタロシアニン、キナクロドン等の顔料又は染料をポリ
イミド等の樹脂に分散したもの、カラーレジスト等が挙
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げられる。
【００３３】これらの遮光層は、スパッタ、ＣＶＤ、真
空蒸着等のドライプロセス、スピンコート等のウエット
プロセスにより形成することができ、フォトリソグラフ
法等によりパターニングすることもできる。なお、絶縁
膜、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜は、少なくとも１つが
遮光層として形成されるものであれば、遮光層として形
成されるもの以外は、通常の絶縁膜、ゲート絶縁膜又は
層間絶縁膜として形成することができる。
【００３４】ここで、絶縁膜としては、例えば、ＳｉＯ

2
、ＳｉＮ（Ｓｉ

3
Ｎ
4
）、ＴａＯ（Ｔａ

2
Ｏ
5
）等の無機

材料、アクリル樹脂、レジスト材料等の有機材料等が挙
げられる。また、層間絶縁膜としては、例えば、ポリイ
ミド、ＰＳＧ、ＢＰＳＧ、ＳＯＧ、ＳｉＯ

2
、ＳｉＮ

（Ｓｉ
3
Ｎ
4
）等が挙げられる。層間絶縁膜は、絶縁膜と

同様に形成、パターニングすることができる。また、絶
縁膜、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜は、それらの少なく
とも１層が樹脂材料からなり、かつ薄膜トランジスタ及
び／又は基板と樹脂材料からなる層との間、あるいは、
画素電極と樹脂材料からなる層との間に無機絶縁膜が形
成されていることが好ましい。樹脂材料及び無機絶縁膜
としては、上記と同様のものが挙げられる。
【００３５】本発明の表示装置は、上記遮光層のほか
に、さらに、外光が薄膜トランジスタに達するのを防止
するように他の遮光層が設けられていることが適当であ
る。ここで、外光が薄膜トランジスタに達するのを防止
するように設けられているとは、そのような特性を有す
る材料を用い、そのように機能する位置に、そのような
機能を有するサイズ又は形状で形成することを意味す
る。例えば、遮光層は、薄膜トランジスタの下部領域又
は下部領域とその外周領域とに配置されることが挙げら
れる。この場合の遮光層の材料、形成方法等は、上記と
同様のものが挙げられる。
【００３６】本発明の表示装置においては、コンデンサ
が形成されている。コンデンサは、通常２つの電極間に
絶縁膜が挟持された素子であれば、通常用いられている
どのようなものでも使用することができる。また、本発
明の表示装置においては、通常の発光素子の構成と同様
に、信号線、走査線、共通線、第１駆動電極、第２駆動
電極線等が形成されているが、これらは、例えば、Ｔ
ａ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属等で形成することができる。以
下、本発明のアクティブマトリックス駆動型自発光表示
装置及びその製造方法の実施の形態を図面を参照して説
明する。
【００３７】実施の形態１
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図１～３に示したように、画素毎に、基板
１上に、スイッチング用薄膜トランジスタ２１１と、電
流制御用薄膜トランジスタ２１２と、ＥＬ素子８とを有
して構成されている。
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11
【００３８】薄膜トランジスタ２１１は、基板１上に形
成された活性層９と、活性層９上に遮光性ゲート絶縁膜
３１を介して配置されたゲート電極１１とから構成され
ている。なお、薄膜トランジスタ２１１及びその周辺が
被覆されるように、薄膜トランジスタ２１１上に遮光性
層間絶縁膜４１が形成されており、さらに薄膜トランジ
スタ２１１上であって層間絶縁膜４１上には、絶縁膜１
２が形成されている。層間絶縁膜４１及びゲート絶縁膜
３１は、遮光層として機能する材料により形成されてい
る。
【００３９】ＥＬ素子８は、コンタクトホール１０を介
して、電流制御用薄膜トランジスタ２１２の活性層９と
接続され、画素を被う画素電極５と、画素電極５上に形
成された少なくとも１層の発光層からなるＥＬ層６と、
ＥＬ層６上に形成された対向電極７とから構成される。
なお、図１～３において、２０は走査線、２１は信号
線、２２は共通線、２４はコンデンサを示す。
【００４０】この装置は、基板１側から発光光を取り出
すことができ、信号線（第１駆動線）及び走査線（第２
駆動線）に信号パルスを入力することにより薄膜トラン
ジスタをスイッチ動作させ、この薄膜トランジスタに電
気的に結合している単位画素中の有機ＥＬ素子を発光又
は発光停止させて、動画及び静止画の画像表示を行うこ
とができる。
【００４１】実施の形態２
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図４～６に示したように、層間絶縁膜及び
ゲート絶縁膜として、通常の遮光性をもたない材料によ
り形成され、かつ、絶縁膜１２が、遮光層として機能す
る絶縁膜１２１で構成した以外、実質的に実施の形態１
の構造と同じである。
【００４２】実施の形態３
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図７～９に示したように、基板１側からの
外光がスイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び電流
制御用薄膜トランジスタ２１２に入射することを防止す
る目的で基板１上であって、これら薄膜トランジスタ２
１１、２１２を形成する領域に遮光層１５を形成すると
ともに、遮光層１５の平坦化のために、遮光層１５が形
成された基板１上に透明絶縁膜１６が形成され、ＥＬ層
６が、正孔輸送層６１と赤色発光層６２とで構成され、
基板１のＥＬ層６に対する反対側の表面にコントラスト
を向上させる目的で偏光板１９が設けられ、さらに、対
向電極７上に不活性ガス層１７を介して封止基板１８が
設けられている以外は、実質的に実施の形態２の構造と
同じである。この自発光表示装置は、以下のように製造
することができる。
【００４３】まず、ガラスからなる基板１（膜厚：１．
１ｍｍ（±１０％）、抵抗値：＞１０14Ω・ｃｍ、含水
率：０％、ガス透過性：０％、歪点：６６７℃）上に、
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遮光層１５としてタンタル膜を膜厚０．６μｍとなるよ
うにスパッタリングによって成膜する。その後、フォト
リソグラフ法によってタンタル膜をパターニングする。
この遮光層１５の可視光領域での透過率は４％以下であ
った。この遮光層１５により外光がＴＦＴの活性層９に
入射するのを防止できる。
【００４４】次に、ポリカーボネート樹脂からなる透明
絶縁膜１６を膜厚２μｍとなるようにスピンコート法に
より成膜する。続いて、透明絶縁膜１６上のＴＦＴの活
性層９が形成される部分にのみＳｉＯ

2
膜を５０ｎｍ形

成する。得られた基板１上に、ＬＰ－ＣＶＤ法によって
Ｓｉ

2
Ｈ
6
を分解させ、膜厚５０ｎｍのα－Ｓｉ膜を成膜

し、その後、エキシマレーザアニールによりα－Ｓｉを
多結晶化し、ポリシリコン膜を形成する。次に、ポリシ
リコン膜を所定の形状にパターニングして、チャンネ
ル、ソース／ドレインが形成される活性層９を形成す
る。
【００４５】活性層９を含む基板１上に、膜厚５０ｎｍ
のＳｉＯ

2
膜からなる第１のゲート絶縁膜を形成し、そ

の上に、第２のゲート絶縁膜３１として、スピンコート
法により銅フタロシアニンを光感光性ポリアミドに分散
した樹脂膜を膜厚１００ｎｍで形成し、フォトリソグラ
フ法により所定の形状にパターン化する。このゲート絶
縁膜３１は、銅フタロシアニンが６２０ｎｍで強い吸収
ピークをもつことから、オレンジ色から赤色を吸収する
遮光層として機能する。後述する発光層の発光ピーク６
１０ｎｍでのこのゲート絶縁膜３１の透過率は１０％で
あった。
【００４６】次いで、Ａｌ膜をスパッタリングにより成
膜し、パターニングしてゲート電極１１を形成する。ま
た、コンデンサ２４の下部電極を同時に形成した。この
後、ゲート電極１１側面を陽極酸化し、オフセット部を
形成した後、イオンドーピング法により活性層９にリン
を高濃度にドープしてソース／ドレインを形成した。走
査線２０を形成した後、得られた基板１上全面に、層間
絶縁膜４１として、銅フタロシアニンを光感光性ポリア
ミドに分散した樹脂膜を膜厚３００ｎｍで形成し、その
上にＳｉＯ

2
膜５０ｎｍ形成する。この層間絶縁膜をフ

ォトリソグラフ法により所定の形状にパターン化する。
後述する発光層の発光ピーク６１０ｎｍでのこの層間絶
縁膜の透過率は４％であった。
【００４７】層間絶縁膜４１にコンタクトホール１０を
開口し、ソース電極１３、ドレイン電極、共通電極を形
成し、さらにコンデンサの上部電極を形成し、低温プロ
セスにてスイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び電
流制御用薄膜トランジスタ２１２を形成した。得られた
基板１上に、コンタクトホール１０を介してドレイン電
極と電気的に接続するように、ＩＴＯ膜をスパッタ法に
より膜厚１５０ｎｍになるように成膜した。ここで、ス
パッタ時において、基板温度を３００℃とした。ＩＴＯ
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膜をパターニングして、画素電極５を形成した。成膜し
た画素電極５は、面抵抗：＜１０Ω／□、透過率：＞８
７％（５５０ｎｍ）、平坦性：±２％であった。
【００４８】次に、絶縁膜１２１として、ＳｉＯ

2
膜を

５０ｎｍ、その上に第１層間絶縁膜１４と同一の銅フタ
ロシアニンをポリアミドに分散した樹脂膜をスピンコー
ト法により膜厚３００ｎｍの絶縁膜１２１を形成した。
この絶縁膜１２１を、フォトリソグラフ法により、ＴＦ
Ｔ上部にのみ残るようにパターニングした。後述する発
光層の発光ピーク６１０ｎｍでのこの絶縁膜１２１の透
過率は４％であった。次いで、ＰＡＮＩ（ポリアニリ
ン）－ＣＳＡ（ショウノウスルホン酸）溶液を用い、ス
ピンコート法により、画素電極５が形成されたガラスの
基板１上に５０ｎｍの正孔輸送層６１を形成した。
【００４９】その上に、発光材料としてＭＥＨ－ＰＰＶ
１ｇとレベリング剤としてＫＦ９６Ｌ－１（信越シリコ
ーン社製）０．０００１ｇを１００ｍｌのトリメチルベ
ンゼン溶媒に溶かし、赤色発光層形成用塗液とし、市販
の凸版印刷機を用いて、赤色発光層形成用塗液を正孔輸
送層６１上に転写し、赤色発光層６２を形成した。ここ
で転写基板としてはＡＰＲ（ショアＡ硬度  ５５）を用
いた。また、印圧を０．１ｍｍとした。印刷装置として
は、アニロックスロールとして３００線／ｉｎｃｈのも
のを用いた。さらに、Ｃａ膜を５０ｎｍ、その上にＡｌ
膜を２００ｎｍ、真空蒸着法によりマスク蒸着し、対向
電極７とした。
【００５０】続いて、窒素ガス中でガラスからなる封止
基板１８を、ＵＶ硬化型樹脂を用いて得られた基板１に
貼り合わせた。また、基板１上にコントラストを向上さ
せる目的で、偏光板１９を貼り合わせた。このようにし
て形成されたアクティブ駆動型発光表示装置の信号線に
電源を接続し、走査線に順次走査信号を印加することに
より、全画素から、発光ムラのない発光が観測された。
また、暗室で１００時間の連続駆動を行ってもクロスト
ークは現れなかった。さらに、３００ｌｕｘの蛍光灯下
で１００時間放置した後、発光特性を評価してもクロス
トークは現れなかった。
【００５１】実施の形態４
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図１０～１３に示したように、スイッチン
グ用薄膜トランジスタ２１１及び電流制御用薄膜トラン
ジスタ２１２上を平坦化するために、画素電極５下に透
明絶縁膜１６を形成するとともに、表面が平坦な絶縁膜
１２１を形成する以外は、実施の形態３の構造と実質的
に同じである。この自発光表示装置は、以下のように製
造することができる。
【００５２】層間絶縁膜４１として銅フタロシアニンを
光感光性ポリアミドに分散した樹脂膜３００ｎｍで形成
した以外は、実施の形態３と同様に、基板１上にスイッ
チング用薄膜トランジスタ２１１及び電流制御用薄膜ト
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ランジスタ２１２を形成した。続いて、得られた基板１
上に、透明絶縁膜１６として、スピンオンガラスをスピ
ンコート法で４μｍ形成する。次に、コンタクトホール
１０を開口し、Ａｇ膜を４μｍスパッタにより成膜し
て、次に全体を５μｍの厚み分研磨することにより、遮
光性絶縁膜、透明絶縁膜、コンタクトホールを含めて平
坦化を行う。その上にコンタクトホール１０を介してド
レイン電極と電気的に接続するようにＩＴＯをスパッタ
法により膜厚１５０ｎｍになるように成膜した。ここ
で、スパッタ時において、基板温度を３００℃とした。
その後、エッチングして画素電極５とした。成膜した透
明電極は、面抵抗：＜１０Ω／□、透過率：＞８７％
（５５０ｎｍ）、平坦性：±２％であった。
【００５３】次に、画素電極間に、ＳｉＯ

2
からなる台

形の絶縁膜１２を成膜する。これにより画素電極のエッ
ジ部での電界集中による素子の劣化を防止することが可
能となる。その後、実施の形態３と同様に、ＥＬ素子
８、不活性ガス層１７、封止基板１８を基板１に貼り合
わせ、さらに、偏光板１９を貼り合わせた。このように
して形成されたアクティブ駆動型発光表示装置の信号線
に電源を接続し、走査線に順次走査信号を印加すること
により、全画素から、発光ムラのない発光が観測され
た。また、暗室で１００時間の連続駆動を行ってもクロ
ストークは現れなかった。さらに、３００ｌｕｘの蛍光
灯下で１００時間放置した後、発光特性を評価してもク
ロストークは現れなかった。
【００５４】実施の形態５
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図１３～１５に示したように、画素毎に、
基板１上に、スイッチング用薄膜トランジスタ２１１及
び電流制御用薄膜トランジスタ２１２とＥＬ素子８とを
有して構成されている。スイッチング用薄膜トランジス
タ２１１及び電流制御用薄膜トランジスタ２１２は、実
施の形態１と実質的に同じ構成である。基板１上に形成
された活性層９と、活性層９上にゲート絶縁膜３を介し
て配置されたゲート電極１１とから構成されている。な
お、スイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び電流制
御用薄膜トランジスタ２１２を含む基板１上には、層間
絶縁膜４及び遮光層として機能する材料からなる絶縁膜
１２１が形成され、その表面が平坦化されている。ＥＬ
素子８は、実施の形態１と実質的に同じ構成である。な
お、このアクティブマトリックス駆動型自発光表示装置
は、基板の逆側から発光を取り出すことができる。
【００５５】実施の形態６
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図１６～１８に示したように、基板１とし
て、外光がスイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び
電流制御用薄膜トランジスタ２１２に入射することを防
止する目的で遮光性基板１１１を用い、ゲート絶縁膜３
１、層間絶縁膜４１が遮光層として機能する材料により
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形成され、ＴＦＴ２上に形成された絶縁膜１２が遮光層
として機能しない絶縁膜により形成されている以外は、
実質的に実施の形態５の構造と同じである。
【００５６】実施の形態７
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図１９～２１に示したように、基板とし
て、外光がスイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び
電流制御用薄膜トランジスタ２１２に入射することを防
止する目的で遮光性基板１１１を用い、ＥＬ層６が、正
孔輸送層６１と赤色発光層６２とで構成され、さらに、
対向電極７上に封止基板１８が設けられている以外は、
実質的に実施の形態５の構造と同じである。この自発光
表示装置は、以下のように製造することができる。
【００５７】遮光性基板１１１として、アルミナ基板
（膜厚：２．０ｍｍ（±３．０％）、抵抗値：＞１０14

Ω・ｃｍ、含水率：０％、ガス透過性：０％、軟化点：
１４００℃）を用いた。この遮光性基板１１１の可視光
領域での透過率は０％以下であった。この遮光性基板１
１１上に、ＳｉＨ

4
の分解によるＬＰ－ＣＶＤ法によ

り、膜厚５０ｎｍのα－Ｓｉ膜を成膜し、固層成長法に
よりα－Ｓｉを多結晶化してポリシリコン膜を形成す
る。次に、ポリシリコン膜を所定の形状にパターニング
して、チャンネル、ソース／ドレインが形成される活性
層９を形成する。続いて、得られた基板上にポリシリコ
ン膜を形成し、このポリシリコン膜を１０００℃以上で
熱酸化して膜厚１００ｎｍのＳｉＯ

2
膜とし、ゲート絶

縁膜３を形成する。
【００５８】この後、Ａｌ膜をスパッタリングで成膜
し、パターニングしてゲート電極１１をする。また、コ
ンデンサの下部電極を同時に形成する。次いで、ゲート
電極１１側面を陽極酸化し、オフセット部を形成した
後、イオンドーピング法により活性層９にリンを高濃度
にドープしてソース／ドレインを形成する。走査線２０
を形成した後、得られた基板１上全面に、層間絶縁膜４
として、ＳｉＯ

2
膜を膜厚３００ｎｍで形成する。

【００５９】層間絶縁膜４にコンタクトホール１０を開
口し、ソース電極１３、ドレイン電極、共通電極を形成
し、さらにコンデンサの上部電極を形成し、高温プロセ
スにてスイッチング用薄膜トランジスタ２１１及び電流
制御用薄膜トランジスタ２１２を形成した。得られた基
板１１１上全面に、遮光性絶縁膜１２１として、Ｎｉ

0.7
Ｚｎ

0.3
Ｆｅ

2
Ｏ

4
ターゲットを用いてスパッタ法によ

り無機黒色絶縁膜を２μｍの膜厚になるように成膜す
る。この遮光性絶縁膜１２１の可視光領域での透過率は
２％以下であった。
【００６０】次に、ドレイン電極と電気的に接続できる
ようにフォトリソグラフィ法により、遮光性絶縁膜１２
１に、画素の中央部においてコンタクトホール１０を形
成した。これにより画素に均等に電流を供給することが
できる。次いで、この遮光性絶縁膜１２１上に、アルミ
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ニウム膜を膜厚３μｍでスパッタ法により成膜し、続い
て、これを４μｍの厚み分研磨することで遮光性絶縁膜
１２１とコンタクトホール１０を含めて平坦化する。
【００６１】得られた基板１１１上に、コンタクトホー
ル１０を介してドレイン電極と電気的に接続するよう
に、ＩＴＯ膜をスパッタ法により膜厚１５０ｎｍになる
ように成膜した。ここで、スパッタ時において、基板温
度を３００℃とした。ＩＴＯ膜をパターニングして、画
素電極５を形成した。成膜した画素電極５は、面抵抗：
＜１０Ω／□、平坦性：±２％であった。
【００６２】次に、画素電極５間に、ＳｉＯ

2
からなる

テーパー状の絶縁膜１２を成膜する。これにより画素電
極のエッジ部での電界集中による素子の劣化を防止する
ことが可能となる。画素電極５上に、ＮＰＤを抵抗加熱
蒸着法により５０ｎｍの膜厚になるように成膜し、正孔
輸送層６１を形成した。正孔輸送層６１上に、赤色転写
基板を貼り付け、１３ＷのＹＡＧレーザーで所望の位置
を走査して、赤色転写基板の赤色発光層をパターン転写
した。同様にして緑色発光層、青色発光層をパターン転
して発光層６２を形成した。
【００６３】なお、赤色転写基板は、まず、０．１ｍｍ
膜厚のポリエチレンテレフタレートフィルムからなるベ
ースフィルムに、レーザー光を熱に変換する層としてカ
ーボン粒子を混合した熱硬化型エポキシ樹脂を５μｍの
膜厚でコーティングして室温硬化し、その上に、熱伝播
及び剥離層として、ポリαメチルスチレン膜を１μｍの
膜厚でコーティングし、さらに赤色発光層としてＡｌｑ

3
とＤＣＭ２とを共蒸着により膜厚が７０ｎｍになるよ
うに成膜することにより作製した。
【００６４】また、緑色転写基板は、上記と同じベース
フィルムに、レーザー光を熱に変換する層としてカーボ
ン粒子を混合した熱硬化型エポキシ樹脂を５μｍの膜厚
コーティングして室温硬化し、その上に、熱伝播及び剥
離層として、ポリαメチルスチレン膜を１μｍの膜厚で
コーティングし、さらに緑色発光層としてＡｌｑ

3
を共

蒸着により膜厚が７０ｎｍになるように成膜することに
より作製した。さらに、青色転写基板は、上記と同じベ
ースフィルムに、レーザー光を熱に変換する層としてカ
ーボン粒子を混合した熱硬化型エポキシ樹脂を５μｍの
膜厚コーティングして室温硬化し、その上に、熱伝播及
び剥離層として、ポリαメチルスチレン膜を１μｍの膜
厚でコーティングし、さらに青色発光層としてＤＰＶＢ
ｉを共蒸着により膜厚が７０ｎｍになるように成膜する
ことにより作製した。
【００６５】次いで、ＡｌとＬｉとを共蒸着により５０
ｎｍの膜厚になるように成膜し、半透明の対向電極７を
形成する。対向電極７上全面に、エポキシ樹脂を膜厚が
１μｍになるようにスピンコートして封止基板１８を形
成した。このようにして形成されたアクティブ駆動型発
光表示装置の信号線に電源を接続し、走査線に順次走査
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信号を印加することにより、全画素から、発光ムラのな
い発光が観測された。また、暗室で１００時間の連続駆
動を行ってもクロストークは現れなかった。さらに、３
００ｌｕｘの蛍光灯下で１００時間放置した後、発光特
性を評価してもクロストークは現れなかった。
【００６６】実施の形態８
この実施の形態のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置は、図２２～２４に示したように、遮光性基板
１１１上に絶縁膜１２を介してスイッチング用薄膜トラ
ンジスタ２１１及び電流制御用薄膜トランジスタ２１２
が形成され、層間絶縁膜４上に平坦化のために絶縁膜１
２が形成され、ＥＬ層が発光層６２上に正孔輸送層６１
が形成されて構成され、さらに、画素電極５の下に遮光
性画素電極５１が設けられている以外は、実質的に実施
の形態７の構造と同じである。この自発光表示装置は、
以下のように製造することができる。
【００６７】遮光性基板１１１としてアルミニウム基板
（膜厚：１．２ｍｍ（±５．０％）、抵抗値：２．７×
＞１０-6Ω・ｃｍ、含水率：０％、ガス透過性：０％、
軟化点：６６０℃）を用いた。この遮光性基板１１１表
面を陽極酸化することでＡｌ

2
Ｏ
3
からなる絶縁膜１２

（膜厚：１５０ｎｍ（±５．０％）、抵抗値：＞１０14

Ω・ｃｍ、軟化点：１４００℃）を形成する。得られた
遮光性基板１１１上に、実施の形態７と同様に、ＴＦＴ
２を形成した。
【００６８】次に、絶縁膜１２として、得られた遮光性
基板１１１上全面に、アクリル系感光樹脂をスピンコー
トにより２μｍの膜厚で、さらにその上に、スパッタ法
により膜厚１μｍのＳｉＯ

2
膜を形成する。この絶縁膜

１２に、ドレイン電極と電気的に接続できるようにフォ
トリソグラフ法によりコンタクトホール１０を画素の中
央部において形成した。これにより画素に均等に電流を
供給することができる。
【００６９】続いて、得られた遮光性基板１１１上に、
遮光性画素電極５１として銀膜をスパッタ法により５μ
ｍの膜厚になるように成膜し、これを４μｍの膜厚分研
磨して、遮光性画素電極５１を平坦化する。その上に、
画素電極５として、カルシウムを抵抗加熱蒸着法により
膜厚２０ｎｍ蒸着し、パターニングする。ここで、遮光
性画素電極５１の可視光領域での透過率は３％以下であ
った。
【００７０】次に、画素電極５間に、ＳｉＯ

2
からなる

テーパー状の絶縁膜１２を成膜する。画素電極５上に、
赤色転写基板を貼り付け、１３ＷのＹＡＧレーザーで所
望の位置を走査して、赤色転写基板の赤色発光層をパタ
ーン転写し、これと同様にして緑色発光層、青色発光層
をパターン転写して発光層を形成する。これにより、Ｃ
ａ画素電極のような、溶媒と反応する電極上にも高分子
発光材料からなる発光層６２を形成することが可能とな
る。続いて、発光層６２上に、正孔輸送層転写基板を貼
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り付け、１３ＷのＹＡＧレーザーで所望の位置を走査し
て、正孔輸送層６１をパターン転写する。
【００７１】なお、赤色転写基板は、実施の形態７と同
様の熱伝播及び剥離層が形成されたベースフィルムに、
赤色発光層を、ＭＥＨ－ＰＰＶをクロロホルム溶液を用
いて塗布、乾燥して、膜厚が７０ｎｍになるように形成
し、真空下、８０℃で、１時間ベークすることにより作
製した。ここで、ＭＥＨ－ＰＰＶの耐熱温度は１８０℃
であった。ただし、耐熱温度とは、該当の材料を用いて
素子を作製する際に、乾燥の目的で加熱したときに素子
の電気的特性が悪化しない温度である。
【００７２】緑色転写基板は、上記と同様の熱伝播及び
剥離層が形成されたベースフィルムに、緑色発光層を、
ＰＰＶを、クロロホルム溶液を用いて塗布、乾燥して、
膜厚が７０ｎｍになるように形成し、真空下、８０℃
で、１時間ベークすることにより作製した。ここで、Ｐ
ＰＶの耐熱温度は２４０℃であった。青色転写基板は、
上記と同様の熱伝播及び剥離層が形成されたベースフィ
ルムに、青色発光層を、ＰＤＡＦを、キシレン溶液を用
いて塗布、乾燥して、膜厚が７０ｎｍになるように形成
し、真空下、８０℃で、１時間ベークすることにより作
製した。ここで、ＰＦＯの耐熱温度は１４０℃であっ
た。正孔輸送層転写基板は、上記と同様の熱伝播及び剥
離層が形成されたベースフィルムに、赤色発光層を、Ｐ
ＥＤＴ／ＰＳＳ水溶液を用いて塗布、乾燥して膜厚が５
０ｎｍになるように形成し、真空下、８０℃で、１時間
ベークすることにより作製した。ここで、ＰＥＤＴ／Ｐ
ＳＳの耐熱温度は２００℃であった。
【００７３】次に、１００℃で１０分ベークを行う。続
いて、ＩＴＯ膜を全面に１５０ｎｍの膜厚になるように
アクティブガスコントロール機能付きＤ．Ｃ．リアクテ
ィブスパッタ法で成膜して対向電極７を形成する。この
スパッタ法は、ＩＴＯ膜形成時の温度を１００℃以下
（用いた有機材料の耐熱温度以下）に抑えたままで低抵
抗のＩＴＯ膜を形成することが可能なため、有機層ＥＬ
層６へのダメージを防止することができる。成膜した対
向電極７は、面抵抗：＜１５Ω／□、透過率：＞８０％
（５５０ｎｍ）、平坦性：±２％であった。この対向電
極７上全面に、エポキシ樹脂をスピンコートして膜厚が
１μｍの封止基板１８を形成し、この封止基板１８上に
偏光板１９を形成した。
【００７４】このようにして形成されたアクティブ駆動
型発光表示装置の信号線に電源を接続し、走査線に順次
走査信号を印加することにより、全画素から、発光ムラ
のない発光が観測された。また、暗室で１００時間の連
続駆動を行ってもクロストークは現れなかった。さら
に、３００ｌｕｘの蛍光灯下で１００時間放置した後、
発光特性を評価してもクロストークは現れなかった。
【００７５】実施の形態９（駆動回路）
実施の形態１～８のアクティブマトリックス駆動型自発
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光表示装置は、図２５に示したような回路構成として形
成した。図２５では、１画素のＥＬ素子８を駆動するた
めに、２つのＴＦＴ２３と１つのコンデンサ２４とが組
み合わせられており、これらＴＦＴ２３及びコンデンサ
２４が、それぞれ走査線２０、信号線２１及び共通線２
２に接続されている。
【００７６】実施の形態１０（駆動回路）
実施の形態１～８のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置は、図２６に示したような回路構成として形
成した。図２６では、１画素のＥＬ素子８を駆動するた
めに、４つのＴＦＴ２３と２つのコンデンサ２４とが組
み合わせられており、これらＴＦＴ２３及びコンデンサ
２４が、それぞれ走査線２０、信号線２１、共通線２
２、第１駆動線２５及び第２駆動線２６に接続されてい
る。
【００７７】
【発明の効果】本発明によれば、ＥＬ素子からの発光が
薄膜トランジスタに達するのを防止するように遮光層が
設けられているため、アクティブマトリックス駆動に用
いる薄膜トランジスタにＥＬ素子からの光が入射するこ
とにより、薄膜トランジスタを構成する活性層に用いる
半導体層の電気的特性が変化又は劣化することを防止で
きる。その結果、これに起因するリーク電流の増加によ
って発生する画素の変化、クロストーク、消費電力の増
加等の問題を回避することが可能となる。
【００７８】特に、遮光層が、少なくともエレクトロル
ミネッセンス層中の発光層の発光波長を吸収又は反射し
得る層である場合、薄膜トランジスタの活性層とＥＬ素
子との間であって、活性層を被覆する位置に設けられて
いる場合には、効果的に薄膜トランジスタへのＥＬ素子
からの発光光の入射を防止することが可能となる。ま
た、遮光層が、薄膜トランジスタの上部領域及び／又は
その外周領域を被覆する絶縁膜として形成されてなる場
合には、薄膜トランジスタの特性の変化及び劣化を防止
することができるとともに、開口率を考慮することなく
薄膜トランジスタを複数個の配置することができ、レイ
アウト等の自由度を向上させることができる。
【００７９】さらに、遮光層が、薄膜トランジスタを構
成するゲート絶縁膜、薄膜トランジスタとエレクトロル
ミネッセンス層との間に配置される層間絶縁膜、画素電
極として形成されてなる場合には、遮光層を別途設ける
ことなく、効果的に薄膜トランジスタへのＥＬ素子から
の発光光の入射を防止することが可能となる。特に、遮
光層が、黒色の無機絶縁膜、あるいは黒色顔料又は黒色
染料を樹脂に分散した層により形成されてなる場合に
は、発光光の透過率を十分に抑制することが可能とな
る。
【００８０】また、遮光層が、さらに、外光が薄膜トラ
ンジスタに達するのを防止するように設けられている場
合、特に、薄膜トランジスタの下部領域又は該下部領域*
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*とその外周領域とに配置されてなる場合には、外光に起
因する半導体層の特性の変化及び劣化を防止することが
可能となり、一層特性のよい薄膜と欄ジスタを有する表
示装置を提供することが可能となる。さらに、基板が、
セラミック基板、金属基板上に絶縁物を被覆した基板又
は金属基板の表面を絶縁処理した基板である場合には、
外光の入射防止のための遮光層を別途設けることなく、
効果的に外光の入射を防止することが可能となる。しか
も、石英などの高価な基板を用いることなく、高温プロ
セスによっても薄膜トランジスタを形成することが可能
となる。
【００８１】また、絶縁膜、ゲート絶縁膜及び層間絶縁
膜の少なくとも１層が樹脂材料からなり、かつ薄膜トラ
ンジスタ及び／又は基板と前記樹脂材料からなる層との
間に、あるいは画素電極と前記樹脂材料からなる層との
間に無機絶縁膜が形成されている場合には、樹脂材料に
含有されている水分に起因する薄膜トランジスタ及び画
素電極の劣化を防止することが可能となる。さらに、本
発明のアクティブマトリックス駆動型自発表示装置の製
造方法によれば、エレクトロルミネッセンス層を構成す
る少なくとも１層の発光層を、蒸着法、レーザー転写法
又は印刷法で形成するため、発光層をパターン化して形
成することが可能となり、フルカラーディスプレイを安
価、かつ簡便に製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置の第１の実施の形態を示す要部の概略平面図で
ある。
【図２】図１のＡ－Ａ′線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図４】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置の第２の実施の形態を示す要部の概略平面図で
ある。
【図５】図４のＡ－Ａ′線断面図である。
【図６】図４のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図７】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置の第３の実施の形態を示す要部の概略平面図で
ある。
【図８】図７のＡ－Ａ′線断面図である。
【図９】図７のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図１０】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の第４の実施の形態を示す要部の概略平面図
である。
【図１１】図１０のＡ－Ａ′線断面図である。
【図１２】図１０のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図１３】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の第５の実施の形態を示す要部の概略平面図
である。
【図１４】図１３のＡ－Ａ′線断面図である。
【図１５】図１３のＢ－Ｂ′線断面図である。
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【図１６】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の第６の実施の形態を示す要部の概略平面図
である。
【図１７】図１６のＡ－Ａ′線断面図である。
【図１８】図１６のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図１９】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の第７の実施の形態を示す要部の概略平面図
である。
【図２０】図１９のＡ－Ａ′線断面図である。
【図２１】図１９のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図２２】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の第８の実施の形態を示す要部の概略平面図
である。
【図２３】図２２のＡ－Ａ′線断面図である。
【図２４】図２２のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図２５】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の等価回路図である。
【図２６】本発明のアクティブマトリックス駆動型自発
光表示装置の等価回路図である。
【図２７】従来のアクティブマトリックス駆動型自発光
表示装置の要部の概略平面図である。
【図２８】図２７のＡ－Ａ′線断面図である。
【図２９】図２７のＢ－Ｂ′線断面図である。
【図３０】従来の別のアクティブマトリックス駆動型自
発光表示装置の要部の概略平面図である。
【図３１】図３０のＡ－Ａ′線断面図である。
【図３２】図３０のＢ－Ｂ′線断面図である。
【符号の説明】
１  基板
３  ゲート絶縁膜
４  層間絶縁膜 *
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*５  画素電極
６  ＥＬ層
７  対向電極
８  ＥＬ素子
９  半導体層（活性層）
１０  コンタクトホール
１１ ゲート電極
１２  絶縁膜
１３  ソース電極
１５  遮光層
１６  透明絶縁膜
１７  不活性ガス
１８  封止基板（封止膜）
１９  偏光板
２０  走査線
２１  信号線
２２  共通線
２３  薄膜トランジスタ
２４  コンデンサ
２５  第１駆動線
２６  第２駆動線
３１  遮光性ゲート絶縁膜
４１  遮光性層間絶縁膜
５１  遮光性画素電極
６１  正孔輸送層
６２  発光層
１１１  遮光性基板
１２１  遮光性絶縁膜
２１１  スイッチング用薄膜トランジスタ
２１２  電流制御用薄膜トランジスタ
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